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[57]申請專利範圍
1.　一種壓電感測器陣列，包含：一基材；多數壓電感測器，係以陣列排列而形成於該基材
上；以及多數聲子晶體單元，係形成於該基材上，且以一特定間隔而週期性排列於該每

一壓電感測器之周圍其中，該基材與該多數聲子晶體單元分別包含彈性係數相異之一第

一彈性材料以及一第二彈性材料，且該第一彈性材料係選自於由等向性(Isotropic)材料、
立方晶系(Cubic)材料及三斜晶系(Triclinic)材料所組成之群。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該基材之厚度與該特定間隔係為相
同階數。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該壓電感測器係為表面聲波元件、
石英晶體微天平、側場激發聲波感測器，或擬側場激發聲波感測器之任一種或其組合。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該第二彈性材料係選自於由等向性
(Isotropic)材料、立方晶系(Cubic)材料及三斜晶系(Triclinic)材料所組成之群。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該多數聲子晶體單元係為形成於該
基材上之多數凸出物。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該多數聲子晶體單元之幾何形狀選
自於由半圓形、三角形、半橢圓形、四方形、五邊形、六邊形、七邊形、八邊形、鏤空

形、缺口形所組成之群。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該多數聲子晶體單元具有一頻溝，
該頻溝之頻率範圍為 0.5-30MHz。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之壓電感測器陣列，其中該週期性排列係指正方形、三角
形、或六角形之任一種排列。

9.　一種壓電感測器陣列，包含：一基材；多數壓電感測器，係以陣列排列而形成於該基材
上；以及多數聲子晶體單元，係形成於該基材上，且以一特定間隔而週期性排列於該每
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一壓電感測器之周圍；其中，該基材與該多數聲子晶體單元分別包含彈性係數相異之一

第一彈性材料以及一第二彈性材料，且該第一彈性材料或該第二彈性材料係為空氣。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之壓電感測器陣列，其中該多數聲子晶體單元係為形成於該
基材上之多數孔洞。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之壓電感測器陣列，其中該多數孔洞中更包含有一填充材
料。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之壓電感測器陣列，其中該填充材料係為金屬或高分子聚合
物。

13.   如申請專利範圍第 9項所述之壓電感測器陣列，其中該多數聲子晶體單元之幾何形狀選
自於由半圓形、三角形、半橢圓形、四方形、五邊形、六邊形、七邊形、八邊形、鏤空

形、缺口形所組成之群。

14.   如申請專利範圍第 9項所述之壓電感測器陣列，其中該多數聲子晶體單元具有一頻溝，
該頻溝之頻率範圍為 0.5-30MHz。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之壓電感測器陣列，其中該週期性排列係指正方形、三角
形、或六角形之任一種排列。

圖式簡單說明

圖 1(a)-(c)表示習知壓電感測器樣態示意圖，其中圖 1(a)為表面聲波元件、圖 1(b)為石英
晶體微天平、圖 1(c)為側場激發聲波感測器
圖 2表示習知單層 AT-cut石英晶體微天平，當半徑為 4mm、厚度為 165μm時之頻率響

應數據。

圖 3表示習知多個單層的石英晶體微天平整合在同一晶片的結構示意圖。
圖 4係本發明之一較佳實施例中壓電感測器陣列的結構示意圖。
圖 5係本發明之一較佳實施例中聲子晶體單元頻散曲線。
圖 6(a)-(b)係本發明之一較佳實施例中壓電感測器陣列的振形結果與習知壓電感測器陣列

的振形結果之比較。

圖 7(a)-(c)係本發明之一較佳實施例中聲子晶體單元的構造示意圖。
圖 8(a)-(c)係本發明之一較佳實施例中聲子晶體單元的幾何形狀示意圖。
圖 9(a)-(c)係本發明之一較佳實施例中聲子晶體單元的週期性排列示意圖。
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